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(57) Abstract: 

PURPOSE: To fabricate a high performance thin film 
transistor stably on a glass substrate and a plastic 
substrate by introducing an inert gas heated to a 
predetermined temperature into a space set with a 
substrate prior to formation of a thin film constituting 
a thin film transistor thereby removing impurities from 
the surface of the substrate. 

CONSTITUTION: N 2 gas heated by means of a heater 
113 is blown onto a glass substrate 103. Adsorbed water 
molecules of several molecular layers, which can not be 
desorbed under ordinary vacuum state, can be desorbed ' 
effectively from the surface through interaction between 
the heated gas and the adsorbed molecule. Since a high 
quality thin film can be formed, with high adhesion, 
even onto a glass or plastic substrate, a thin film 
transistor having . higher performance and stabilized 
characteristics can be fabricated with high yield. 
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Translation of the OFFICIAL ACTION of the German Patent and Trademark 
Office 



Request for Examination, day of payment August 31, 2000 



The further examination of the above-identified patent application led to the result summarized below. A time 



is granted for reply. This time limit commences upon delivery of this Official Action. 

All documents (e.g. patent claims, description, parts thereof, drawings) attached to the response should each be 
filed in duplicate and on separate sheets. The response itself is required in single copy only. 

If the patent claims, the description or the drawings are amended during the course of the procedure and the 
amendments have not been proposed by the Patent Office, the applicant is to state in detail where in the original 
documents the inventive features described in the new documents are disclosed. 



The applicant of a patent application which was filed subsequent to January 1, 1987, with effect in the Federal 
Republic of Germany, can file a utility model application relating to the same application and simultaneously 
claim the application date of the prior patent application. This branching off (Sec. 5, Utility Model Act) is 
possible until the expiration of two months after the end of that month in which the patent application has been 
settled by legal rejection, withdrawal at the applicant's own free will or fictitious withdrawal, an opposition 
procedure has been concluded, or - in the case of the grant of the patent - the time limit for lodging an appeal 
against the decision to grant a patent has lapsed without an appeal having been filed. More detailed information 
in connection with the requirements for a utility model application, including this branching off, are contained in 
the information sheet for the filing of utility model applications (G 6181) which can be obtained free of charge at 
the Patent and Trademark Office and the Patent Information Centres. 
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Official File Number: 
Applicant: 
H ■ E File: 

Date Response is Due: 



September 24, 2004 
October 5, 2004 
100 42 881.9-33 

Mitsubishi Materials Silicon Corp. et al 
84 086 / aol 
April 5, 2005 



limit of 



six months 
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In this Official Action, the following citations are mentioned for the first time (and the 
consecutive numbers given here will be retained throughout the proceedings): 

(1) EP 0 768 525 A2 

(2) JP 08 1 25 1 85 A (Abstract) 

(3) JP 07102372 A (Abstract) 

(4) JP 1 1 1 83366 A (Abstract). 

With the present documents, grant of a patent is not possible, rather, rejection of the 
application will have to be expected. 

If a reply is not intended, short notification of receipt of this Official Action is requested. 

The examination is based on the original documents with claims 1 to 14, the Figures 
received October 20, 2000, the claims 1 to 4, 8 and 13 being formulated as independent 
claims. 

1 . Formal Examination 

The application lacks unity which is required for granting a patent. Thus, the subject 
matter of claims 1, 4 to 14 is an apparatus or a method forjudging the maintenance times 
of semiconductor production apparatuses, the determination of the moisture concentration 
being of central importance. 

As compared therewith, no monitoring of the moisture concentration is necessary in the 
purging methods claimed with claims 2 and 3. 

The application therefore comprises two independent inventions from which no common 
inventive idea can be taken. Unity should therefore be established by division or explicit 
waver. 

3. Material Examination 

A device for processing semiconductors is known from reference (1) (Fig. 1 A and column 
5, line 45), according to col. 5, line 55, in particular for CVD processes, wherein a gas 
inlet (5) is connected to a reaction chamber (2) in which a wafer is mounted, and a 
vacuum pump is connected according to the paragraph bridging columns 5 and 6. 
According to col. 5, lines 48 and 49, the gas inlet (5) is provided to lead various gases to 
the process chamber (2), according to col. 6, lines 9 to 16, to generate reactive gases, e.g. 



3 

SiH4, around a semiconductor film onto the wafer (3), inert gases, such as nitrogen or 
argon, which - as the skilled person knows - serve for purging, and gases having a high 
coefficient of thermal conductivity, such as hydrogen. The skilled person reads into the 
text here, that the CVD apparatus known from (1) has the corresponding supply paths for 
the gases indicated. The skilled person knows that purging gases may also consist of 
mixtures of inert gases and gases having a high coefficient of thermal conductivity. 

Further, according to col. 6, line 17 to 25, a measuring device is provided which analyses 
the gas which is discharged from the reaction chamber (2), in particular in view of 
moisture in the gas, according to col. 1, line 43. 

Thus, all features of the CVD apparatus claimed in claim 1 are already known from 
document (1) or relate to mere professional skill. 

The CVD apparatus of claim 1 is therefore not allowable for lack of inventive step. 

As to the features of claim 2, see the prior art known from document (2). In this 
document, a purging method is disclosed in which a heated nitrogen flow is used for 
purging a substrate. The skilled person knows that nitrogen is very inert to reaction - thus, 
it represents an inert gas -, on the one hand, and has a high coefficient of thermal 
conductivity, on the other (see thereto document (3), penultimate sentence). The skilled 
person knows that purging gases may also consist of mixtures of inert gases and gases 
having a high coefficient of thermal conductivity. For this reason, he does not need to 
involve inventive step for replacing in the method known from (2) the heated nitrogen by 
a mixture of an inert gas and a gas having a high coefficient of thermal conductivity in 
order to thus arrive at the method of claim 2. 

The purging method of claim 2 is therefore not patentable for lack of inventive step. 

The features of claim 3 are known from document (1), col. 1, last para. 

The method of claim 3 is thus no longer novel and therefore not patentable. 

A method for determining the moisture concentration in semiconductor production 
apparatuses, in particular etching systems, is known from document (1), claims 51 and 53, 
wherein in a reaction chamber (see Fig. 1A, reference numeral 2) typically treatments 
with corrosive gases are carried out. According to claim 42, a device for laser 
spectroscopy is connected to the reaction chamber (2) which is used for the determination 
of the moisture according to claim 51 if the treatment is performed with corrosive gas. 
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Judging the maintenance times if the treatment was repeatedly performed with corrosive 
gas, is only a matter of professional skill. 

The method of claim 4 is not patentable for lack of inventive step. 

The calculation of the total moisture amount beginning with the previous maintenance 
cycle according to claim 5 is a mere matter of professional activity. 

From document (1), col. 2, first para., it is already known that hints on contaminations 
and, thus, on maintenance cycles can also be obtained via a measurement of the pressure 
according to claim 6. 

The method according to claim 7 is suggested by document (1), claim 51 and Fig. 1 A. 

A device is known from document (1), Fig. IB, which can be used according to claim 51 
as a moisture monitoring device. This device is provided with a tube, the one end of which 
is connected according to Fig. 1 A to a reaction chamber (2), wherein corrosive gas flows - 
as the skilled person will read into the text from the feature "etching system" according to 
claim 53 - and which is provided according to claim 42 with a laser spectrometer for 
moisture analyses, according to claim 51, which is connected to the other end of the tube 
and measures the moisture which is contained in the corrosive gas supplied from the 
reaction chamber (2). 

A comparable monitoring device is known from the Figure of document (4), reference 
numeral 5, in which the tube is provided with a tube heating mechanism. 

The combination of the prior art known from (1) and (4) is suggested to the skilled person 
since the subject matter of both documents is the optical analysis of gases in tubes. 

The device of claim 8 is therefore not patentable for lack of inventive step. 

To use heating wire as the tube heating mechanism according to claim 9 is a mere matter 
of professional activity. 

The features of claim 10 are known from (1), claim 51, as well as from Figs. 1A and IB. 



The cell heating mechanism according to claim 1 1 essentially consists of heating wires 
according to the description, page 31, last para.. The statements made in this Official 
Action to claim 9 will apply also here. 

Claim 12 only involves professional activity. 

A semiconductor production apparatus according to claim 13, which allows the flow of a 
corrosive gas on a wafer in a reaction chamber, and wherein a reaction of the corrosive 
gas on the surface of the wafer takes place, is known from document (1), (see the 
statements on claim 1 in the Official Action). Based on the prior art known from (1) and 
(4), is the use of a moisture monitoring device according to claim 8 in the known 
production apparatus suggested (see the statements on claim 8 in this Official Action). 

The semiconductor production apparatus according to claim 13 is not patentable. 

That the semiconductor production apparatus according to claim 14 must be equipped 
with wafer transport systems is prior art knowledge. From document (1), claims 1, 17, 19 
and 68, the skilled person reads into the text that various vacuum chambers may be 
equipped with moisture measuring devices. It is therefore suggested that the vacuum 
chamber of the wafer transport system is also equipped with moisture measuring devices. 

For the reasons indicated, grant of a patent is not possible with the present documents. 

Examiner for Class H 01 L 
Dr. rer.nat. Trzcinski 
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Der Priifung liegen die urspriinglichen Unterlagen mit den 
Anspriichen 1 bis 14 zugrunde, ferner die am 2 0.10.2 000 
eingegangenen Figuren, wobei die Anspruche 1 bis 4, 8 und 13 
als nebengeordnete Anspruche formuliert sind. 

1 . Formale Priifung 

Die Anmeldung weist nicht : die zur Erteilung eines Patents 
erf orderliche Einheitlichkeit auf. So ist der Gegenstand der 
Anspruche 1, 4 bis . 14 ein Vorrichtung oder ein Verfahren zur 
Beurteilung von Wartungszyklen von 

Halbleiterherstellungseinrichtungen, wobei die Bestimmung der 
Feuchtigkeitskonzentration von zentraler Bedeutung ist. 
Demgegeniiber ist bei den Spiilverf ahren, die mit den Anspriichen 
2 und 3 beansprucht sind, keine Uberwachung der 
Feuchtigkeitskonzentration erf orderlich . 

Die Anmeldung weist somit zwei voneinander unabhangige 
Erfindungen auf, die keinen gemeinsamen Erf indungsgedanken 
erkennen lassen. Die Einheitlichkeit ist durch Ausscheidung 
oder ausdriicklichen Verzicht herzustellen . 

2. Sachliche Priifung 

Aus der Druckschrift 1) , Fig. 1A und Spalte 5, Zeile 45 ist 
eine Einrichtung zur Prozessierung von Halbleitern, gemafe 
Spalte 5, Zeile 55 insbesondere fur CVD-Prozesse bekannt, 
wobei an einer Reaktionskammer (2), in welcher ein Wafer (3) 
angeordnet ist, ein Gaseinlass (5) und gemaE dem die Spalten 5 
und 6 tiberspannenden Absatz eine Vakuumpumpe angeschlossen 



ist. Der Gaseinlass (5) ist gemaS Spalte 5, Zeile 48 und 49 
dazu vorgesehen, verschiedene Gase zur Prozesskainmer (2) zu 
fiihren, gemafi Spalte 6, Zeile 9 bis 16 reaktive Gase, 
beispielsweise SiH 4 , urn einen Halbleiterf ilm auf dem Wafer (3) 
auszubilden, Inertgase wie Stickstoff oder Argon, die - wie 
dem Fachmann bekannt ist - zum Spiilen dienen, und Gase mit 
einem hohen Warmeleitungskoef fizienten wie beispielsweise 
Wasserstoff. Der Fachmann liest dabei mit', dass die aus 1) 
bekannte CVD-Einrichtung die entsprechenden Zufiihrpfade fur 
die genannten Gase aufweist. Dem Fachmann ist bekannt, dass 
Spiilgase auch aus Mischungen von Inertgasen und Gasen mit 
hohem Warmeleitungskoef fizienten bestehen konnen. 
Ferner ist gemaS Spalte 6, Zeile 17 bis 25 ein Messgerat 
vorgesehen, welches das Gas, das von der Reaktionskammer (2) 
ausgestoSen wird, analysiert, gemaS Spalte 1, Zeile 43 
insbesondere die Feuchtigkeit in dem Gas. 

Somit sind alle Merkmale der mit dem Anspruch 1 beanspruchten 
CVD-Einrichtung bereits aus 1) bekannt oder betreffen rein 
fachmannisches Handeln. 

Die CVD-Einrichtung des Anspruch 1 ist daher mangels 
Erf indungshohe nicht patentfahig. 

Zu den Merkmalen des Anspruchs 2 vgl - den aus der Druckschrift 
2) bekannten Stand der Technik. Hier ist ein Spulverf ahren 
offenbart, bei dem ein erwarmter Stickstof f f luss zum Spiilen 
eines Substrates verwendet wird. Dem Fachmann ist bekannt, 
dass Stickstoff zum einen sehr reaktionstrage ist - und damit 
ein Inertgas - zum anderen, dass Stickstof f " auch einen hohen 
Warmeleitungskoef fizienten aufweist, vgl. dazu Druckschrift 3) 
vorletzter Satz. Dem Fachmann ist bekannt, dass Spiilgase auch 
aus Mischungen von Inertgasen und Gasen mit hohem 
Warmeleitungskoef fizienten bestehen konnen. Es bedarf daher 
fiir ihn keines erf inderischen Schritts, bei dem aus 2) 



bekannten Verfahren, den erwarmten Sticks toff durch ein 
Gemisch aus einem Inertgas und einem Gas mit hohem 
Warmeleitkoef f izienten zu ersetzen, um so zum Verfahren des 
Anspruchs 2 zu gelangen. 

Das Spiil verfahren des Anspruch 2 ist somit mangels 
Erf indungshohe nicht patentfahig. 

Die Merkmale des Anspruchs 3 sind aus 1) , Spalte 1, letzter 
Absatz bekannt. 

Das Verfahren des Anspruchs 3 ist somit nicht mehr neu und 
daher nicht patentfahig. 

Aus der Druckschrif t 1) , Anspruch 51 und 53 ist ein Verfahren 
zur Bestimmung der Feuchtigkeitskonzentration in 
Halbleiterherstellungseinrichtungen bekannt, insbesondere yon 
Atzsystemen, wo in einer Reaktionskammer , vgl Fig. 1A, 
Bezugszeichen (2) typischerweise Behandlungen mit korrosiven 
Gasen durchgefuhrt werden. An die Reaktionskammer (2) ist 
gemaS Anspruch 42 eine Vorrichtung zur Laserspektroskopie 
anges.chlossen, die gemaE Anspruch 51 zur Bestimmung der 
Feuchtigkeit verwendet wird, wenn die Behandlung mit 
korrosivem Gas durchgefuhrt wird. 

Aus der Feuchtigkeitskonzentration die Wartungszei ten zu 
Beurteilen, wenn die Behandlung mit korrosivem Gas wiederholt 
durchgefuhrt wurde, ist eine rein f achmannische Tatigkeit. 

Das Verfahren des Anspruchs 4 ist mangels Erf indungshohe nicht 
patentfahig. 

Die Berechnung der Gesamt f eucht igkei t smenge seit dem 
vorherigen Wartungszyklus gemaiS dem Anspruch 5 ist eine rein 
f achmannische Tatigkeit. 



Dass auch gemaE dem Anspruch 6 liber die Messung des Drucks 
Hinweise auf Verunreinigungen und damit auf Wartungszyklen 
erlangt werden konnen, ist bereits aus 1) , Spalte 2, erster 
Absatz bekannt. 

Das Verfahren gemafe dem Anspruch 7 ist aus 1) , Anspruch 51 und 
Fig. 1A nahe gelegt. 

Aus der Druckschrift 1), Fig. IB ist eine Vorrichtung bekannt, 
die gemafi Anspruch 51 als Feuchtigkeitsuberwachungseinrichtung 
verwendet werden kann. Diese ist mit einem Rohr versehen, 
dessen eines Ende gemaS der Fig. 1A mit einer Reaktionskammer 
(2) verbunden ist, in welchem - wie der Fachmarm aus dem 
Merkmal „Atzsystem u gemaS Anspruch 53 mitliest - korrosives 
Gas flieSt, und gemafi Anspruch 42 mit einem Laser spektrometer, 
gemaE Anspruch 51 zur Feuchtigkeitsanalyse versehen ist, das 
mit dem anderen Ende des Rohrs verbunden ist, und die 
Feuchtigkeit misst, die in dem korrosiyen Gas enthalten ist, 
das von der Reaktionskammer (2) zugefiihrt wird. 

Aus der Figur der Druckschrift 4) , Bezugszeichen 5 ist eine 
vergleichbare Uberwachungseinrichtung bekannt, bei der das 
Rohr mit einem Rohrhei zmechanismus versehen ist. 

Die Kombination des aus 1) und 4) bekannten Stands der Technik 
ist fur den Fachmarm naheliegend, da der Gegenstand beider 
Druckschrif ten die optische Analyse von Gasen in- Rohren ist. 

Die Vorrichtung des Anspruch 8 ist daher aufgrund mangelnder 
Erf indungshohe nicht patentfahig. 

GemaS dem Anspruch 9 Heizdraht als Rohrhei zmechanismus zu 
verwenden, betrifft rein f achmannisches Handeln. 



Die Merkmale des Anspruchs 10 sind aus 1) , Anspruch 51 sowie 
den Fig. 1A und IB bekannt . 

Die Zellenheizvorrichtung gemaS dem Anspruch 11 besteht gemaS 
der Beschreibung, Seite 31 , letzter Absatz im wesentlichen aus 
Heizdrahten. Esgelten die Bescheidsausf uhrungen zum Anspruch 
9. 

Der Anspruch 12 betrifft rein fachmannisches Handeln. 

Eine Halbleiterherstellungseinrichtung gemaS dem Anspruch 13, 
welche den Fluss eines korrosiven Gases auf einen Wafer in 
einer Reaktionskammer gestatte, und bei welcher eine Reaktion 
des korrosiven Gases auf der Oberflache des Wafers 
stattfindet, ist aus der Druckschrift 1) bekannt, vgl . die 
Bescheidsausf uhrungen zum Anspruch 1. Die Verwendung einer 
Feuchtigkeitsuberwachungseinrichtung gemafi dem Anspruch 8 bei 
der bekannten Herstellungseinrichtung ist aufgrund des aus 1) 
und. 4) bekannten Stands der Technik naheliegend, vgl. die 
Bescheidsausfuhrungen zum Anspruch 8. 

Die Halbleiterherstellungseinrichtung gemaS dem Anspruch 13 
ist nicht patentfahig. 

Dass Halbleiterherstellungseinrichtungen gemaS dem Anspruch 14 
mit Waf ertransportsystemen versehen werden, ist Stand der 
Technik. In der Druckschrift 1), Anspruche 1, 17, 19 und 68 
liest der Fachmann mit, dass verschiedenartige Vakuumkammern 
mit Feuchtigkeitsmessgeraten ausgestattet sein konnen. Demnach 
ist es naheliegend auch die Vakuumkammer des 
Waf ertransportsystems mit Feuchtigkeitsmessgeraten 
auszustatten . 

Aus den genannten Grunden ist mit den vorliegenden Unterlagen 
die Erteilung eines Patents nicht moglich. 
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